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当社では、SiCデバイスの裏面電極作製を、表面構造作製後に行う新プロセスを開発している

[1,2]。裏面電極作製には、SiC基板-金属間オーム性接触形成のため、1000℃程度の加熱を要する。

新プロセスにおいては、表面に作製済みの金属電極、ポリイミド等がこの温度に耐えないため、従

来の基板全体を加熱するランプアニールが使用できない。本プロセス開発では、基板裏面のみを

選択的に加熱可能なレーザアニールの適用により、裏面電極作製を行い、その特性を評価した。

レーザアニールは、n+型 4H-SiC基板の裏面 (C面)のNi成膜面に対し、波長 355 nmのパルス

レーザをガルバノミラーで走査して照射することで行った。図 1に、代表的なレーザ照射断面の

(a)構造、(b)TEM像を示す。レーザ照射後の断面は、最表面側から、酸化物層、薄カーボン層、

ニッケルシリサイド層、カーボン析出層の 4層からなることが明らかとなり、これは従来のラン

プアニールで得られる結果と概ね同等である。次に、複数スキャン速度でレーザアニールを施し

た試料の接触抵抗値を測定した。その結果、900 mm/s以下のスキャン速度において、必要十分な

オーム性接触を得られることが明らかとなった (図 2)。

以上により、レーザアニールを用いることで、従来ランプアニール同等の断面構造、また、裏

面電極に必要な低接触抵抗値が得られることが明らかとなり、表面構造作製後に裏面電極作製す

るプロセスが構築可能であることが実証された。

図 1: レーザ照射断面の (a)構造、(b)TEM像 図 2: エネルギー密度と接触抵抗値の関係
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